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Актуальность решения проблемы точного измерения энергии тяжелых ионов обусловлена широким использованием полупроводниковых детекторов для регистрации фрагментов реакции. Однако точное определение энергии затрудняется наличием в детекторах амплитудного дефекта.
Данная работа посвящена определению амплитудного дефекта полупроводниковых стриповых детекторов в зависимости от массы и энергии регистрируемых тяжелых ионов. С этой целью были произведены калибровки с использованием источника α-частиц 226Ra, а также проведены калибровочные измерения на ускорителе ИЦ-100 в ЛЯР ОИЯИ на пучках ионов 20Ne, 36Ar, 86Kr, 132Xe при энергиях ниже кулоновского барьера. 
Кроме определения амплитудного дефекта была измерена эффективная толщина «мертвого слоя» детектора и внесена поправка на потери энергии в этом слое. На основании полученных экспериментальных данных в работе представлена формула для оценки поправки на амплитудный дефект при измерении энергии продуктов реакции полупроводниковыми детекторами. 
